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Obecny poziom rozwoju technologii supersieci-ll rodzaju InAs/INAsSb pozwala wytwarza¢ detektory
promieniowania podczerwonego pracujgce bez dodatkowego chtodzenia kriogenicznego, spetniajgce warunki
detekcji wysokotemperaturowej. Pokazano w literaturze, ze na bazie supersieci-II rodzaju InAs/InAsSb mozna
uzyskac lepsze parametry detekcyjne niz dla poréwnywalnych fotorezystorow z HgCdTe pracujacych
w zakresie dtugofalowym i dalekiej podczerwieni dla temperatur chtodziarkowych 210/230 K. W ostatnim
okresie obserwuje si¢ trend w rozwoju detektorow promieniowania podczerwonego (komunikacja optyczna)
zgodnie z ktorym wymagana jest praca w temperaturze pokojowej (lub wyzszych) w zakresie dtugofalowym
(10 pum).

Parametry detekcyjne przyrzadow na bazie supersieci-Il InAs/InAsSb mozna zwigkszy¢é poprzez
zastosowanie struktur kaskadowych zaréwno z jednakowymi absorberami, jak rowniez z absorberami
spetniajacymi warunek rownej wydajnosci kwantowej w kazdej kaskadzie. Supersie¢-11 rodzaju InAs/InAsSb
charakteryzuje si¢ wigkszymi czasami zycia w porownaniu do InAs/GaSb. Struktura kaskadowa pozwala
zwiekszy¢ wydajno$é kwantowg i zmniejszy¢ szum $rutowy, tym samym w potaczeniu z odpowiednim
materialem absorbera zwigkszy¢ parametry detekcyjne. Dalsze zwigkszenie parametrow detekcyjnych
(wykrywalno$¢ - nawet do 40 %) mozna uzyskaé poprzez optymalizacj¢ struktury kaskadowej pod katem
efektu wzmocnienia fotoelektrycznego.

Glownym celem projektu jest badanie efektu wzmocnienia fotoelektrycznego i jego wptywu na parametry
detekcyjne (wykrywalno$¢ i szybkos¢ odpowiedzi) w strukturach kaskadowych z jednakowymi absorberami
na bazie supersieci-II rodzaju pracujgcych w warunkach wysokotemperaturowych i zakresie dtugofalowym.
Projekt bedzie obejmowat projektowanie, symulacje numeryczne (z uwzglgednieniem efektu wzmocnienia
fotoelektrycznego), osadzanie technika MBE na podtozach GaAs, charakteryzacje i processing struktur
kaskadowych z supersieci-II rodzaju InAs/InAsSb dla warunkow wysokotemperaturowych, T > 300 K.

Prace badawcze nad detektorami podczerwieni pracujagcymi bez chtodzenia kriogenicznego sa polska
specjalnosciag optoelektroniczng dobrze rozpoznawalng w S$wiecie. Proponowany projekt kontynuuje
i rozszerza te badania, a w szczegodlnosci wptyw efektu wzmocnienia fotoelektrycznego na wykrywalnosé
i szybko$¢ dziatania detektoréw HOT w temperaturach T > 300 K i zakresie dlugofalowym. Wymaga
to, oprocz zaawansowanej technologii, wiedzy i mozliwosci w zakresie numerycznego modelowania zjawisk
towarzyszacych detekcji promieniowania podczerwonego.

Znaczenie proponowanego projektu wynika z mozliwosci zwigkszenia funkcjonalnosci detektorow,
jak rowniez mozliwos$ci pracy w temperaturach niewymagajacych chtodzenia kriogenicznego. Pozwoli
to w znacznym stopniu zwigkszy¢ zakres potencjalnych zastosowan, w szczegélno$ci do zastosowan,
gdzie chtodzenie kriogeniczne jest niemozliwe lub trudne do zrealizowania.

Projekt obejmuje zadania niepodejmowane do tej pory. W literaturze brakuje teoretycznej
jak i eksperymentalnej analizy wykrywalnosci i szybko$ci odpowiedzi struktur kaskadowych z obszarem
aktywnym T2SLs InAs/InAsSb osadzanych na podlozach GaAs i wptywu  efektu wzmocnienia
fotoelektrycznego na te parametry w zakresie dlugofalowym i warunkach wysokotemperaturowych. Brakuje
rowniez prac dotyczacych optymalnej struktury detekcyjnej z efektem wzmocnienia fotoelektrycznego
charakteryzujacej si¢ krotkimi czasami odpowiedzi (grubos¢ i liczba kaskad), co podkresla oryginalnosc¢
podejmowanej tematyki. Realizacja projektu pozwoli zrozumie¢ zjawiska transportu nos$nikow, efektu
wzmocnienia fotoelektrycznego i wptyw tego mechanizmu na wykrywalnos$¢ i szybko$¢ dziatania detektorow.
Wierzymy rowniez, ze przyczyni si¢ do wypracowania optymalnej Szybkiej (wykorzystujacej efekt
wzmocnhienia fotoelektrycznego) struktury detekcyjnej dla warunkéw wysokotemperaturowych (T > 300 K)
i zakresu dlugofalowego.



